Wyniki badan tranzystorow unipolarnych JFET i MOSFET.

1.1. Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z ponizszym schematem.
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R; =100 kom; R; = 470 om.
Rys. 1 Schemat uktadu pomiarowego do badania tranzystora unipolarnego BF245 (JFET) w
ukladzie WS (wspolnego zrodia).

1.2 Wyniki pomiarow notujemy w tabeli 1.
Tabela 1a

Napiecie Up =2V

Us [V] 00 (-0,50| -10 |-1,50 | -2,0 [ -2,50 | -3,0 | -3,50 | -40 | -450 | -50

Ip[mA] 11,1 19,59 |7,78 16,33 [4,75 [325 1,87 0,80 [0,13 ]0,01 [0,0

Tabela 1b

Napiecie Up =10 V

Ug [V] 0 -0,50 | -1,0 | -1,50 | -2,0 | -2,50 | -3,0 | -3,50 | -4,0 | -4,50 | -5,0

Ip [mA] |151 12,68 |10,4 [8,24 [6,24 445 (2,80 [1,41 ]0,428 {0,025 |0,0

UWAGA! Charakterystyki prosze wykona¢ na jednym wspolnym wykresie na papierze
milimetrowym dla obu tabelek.

2.0 Wyznaczanie charakterystyki wyjsciowej Ip= f( Ups) w ukladzie WS (wspodlnego zrédla)
dla Ug = const.

2.1 Wyniki pomiaréw notujemy zgodnie z Tabela 2.

Tabela 2
Ups[V1] 00 ] 02]05]07 ] 10]15]20]30]50] 10| 15 [ 20
Us=00V
Ip [mA] [0,0 | 40 | 748 | 111,34 | 13,36 | 14,92 [ 15,62 | \
Us=-05V
Ip [mA] | | | | | | | | | | |
Ug=-10V
Ip [mA] [0,0 | 2,8 | 50 | 792 [8,73 9,44 [10,13]10,54 |
Ug=-15V
Ip [mA] | | | | | | | | | | |
Us=-20V
Ip [mA] [0,0 | 1,88 | 3,36 | 4,60 [5°20 [573 6,31 |6,60 |
Ug=-25V
Ip [mA] | | | | | | | | | | |
UG:-?).OV
Ip [mA] [0,0 | | | 1,47 | 1,84 2,10 [2,34 [2,75 [2,98 [3,26




UWAGA!

Charakterystyki prosze wykonac na jednym wspolnym wykresie dla wszystkich wynikéw z

tabeli 2.
3.0 Wyznaczanie charakterystyk tranzystora MOSFET 2N7000.

3.1 Wyznaczanie charakterystyki wyjsciowej Ip= f( Ups) w ukladzie WS
(wspolnego zrodla) dla Ug = const.

Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z ponizszym schematem.

In=f(Ug) dla Ups = const.
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R; =100 kom; R; = 470 om.

Rys. 2 Schemat uktadu pomiarowego do badania tranzystora unipolarnego w uktadzie WS
(wspdlnego zrodta).

3.2 Wyniki pomiaréw notujemy w tabeli 3.

Uwaga! Poniewaz jest to tranzystor MOSFET typu N wzbogacany, jego napieci bramki G nie jest

stale i zalez od wielu czynnikéw. Dlatego nalezy najpierw wyznaczy¢ warto$¢ napiecia Ug przy

ktérym tranzystor zaczyna przewodzi¢ przy napieciu Ups = 5 V. Zwiekszajac napiecie Ug od zera

az zacznie ptyna¢ prad drenu o warto$ci ponizej 0,5 mA. Pierwszq wartoscia Ug wybieramy

mniejszaq od powyzszej ustawiong z jedng cyfra po przecinku (np. 2.1 V). Kolejne wartos$ci Ug

wybieramy wieksze 0 0,1 V.

Tab. 3

Ups[V1] 02 [ 05 ] 07 [125] 15 |20 [ 25[30]50] 70/ 10 | 15
UGZZ,OV

Ip [mA] | | | 0,052 | 0,054 | 0,057 10,06 0,064
UG:2,2V

I [mA] | | 0,57 | 0,581 10,588 0,595 | 0,622 0,65 |0,70
Us=24V

I [mA] 3,6 | 3,75 [3,76 [3,85 [3,91 [3,98 [4,19 [449 [4,86
Us=26V

Ip [mA] [13.9 | (14,6 | 1151 |156 [16,7 [17,6 [20,0 [24,0 |
Us =28V

I [mA] 36,1 ] 385 | (408 | | | | | |




4.0 Wyznaczanie statycznej charakterystyki przejsciowej tranzystora 2N7000

In=f(Ug) dla Ups = const.
Tabela 4a

Napiecie Up =2V

Ug [V] 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Ip [mA] [0,053 10,581 |1,22 3,85 [7,96 |15,1 [28,2 [40,8

Tabela 4b

Napiecie Up =10V

Ug [V] 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Ip [mA] 10,064 |0,70 2,38 [4,86 12,1 |24 47,6

UWAGA!
Charakterystyki prosze wykonac¢ na jednym wspolnym wykresie dla obu tabelek.



	Tabela 1a
	Tabela 1b
	Tabela 2
	4.0 Wyznaczanie statycznej charakterystyki przejściowej tranzystora 2N7000
	ID = f(UG) dla UDS = const.
	Tabela 4a


	Tabela 4b

